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S698-M1L足珠海欧比特拴制工

程股份有限公司为了满足嵌入式应用

而开发的32位 PkISC离性能嵌入式微

处理器,它遵循SPARC V8构架。

S698¨MIL内部卩{己置了32位整数

处理单元 (Iu),32/64位 浮点处理

单元臼P⑺ 。

S698-MIL的应用软件开发环境

具有很强的灵滔性 ,除了可以使用欧

比特公司提供的专用多任务嵌入式实

H寸臊作系统⊙lRION外 ,开发者还可

以选择如FTEMS、 Vm汹诋等现今流

行的瞅入式操作系统进行开发。

S698¨ MIL可应用于包括税控收款

机、银行POS机 、电力系统等高端工

业控制领J域和消费电子领域以及高性

能高可靠的航空、航天及武器领域。

NAND冂 ash结构的存储芯片

目前的Flas11memory主 要包括以

下两大类 :针对程序和数据存储的

NOR且 a曲 ;针对大容量存储的NAND

∏ash。 其中,NOR的特点为芯片内

执 行 (XIP,exectI如 In Pke),这 样 应

用程序可以苴接在瓶sl· 闪存内运行 ,

不必再把代码读到系统RAM中 ,随

机读取快、功耗低、稳定性高 ;而
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NAND的特点为容星太、写速度快、

9芯丿午i面积 /l\。

VDNF64G08是一个快速、高存

储密度的随机访问存储器 -它 由8个

8G位的NAND Ha曲芯片堆叠而成 ,结

构见图2。 整个模块采用堆叠技术 ,

它们之间的互相连接线非常短 ,寄生

电容小。这种芯片非常适用于高速、

高性能、高容遴的嵌入式系统中。

VDNF64G08对 一 个 2048(+64)

字节的页进行典型 的编程操作只要

200us自勺日寸汩j, ×xl--个 128K(+4K);廴

小的块进行擦除需要1.5ms的 口寸问 ,

对页中一个字节的读周期为 25ns。

它的I/O管脚既作地址和数据的输

入输出口 ,也作为命令的输入 冂。

VDNF64G08的片上写控制器能自动

完成所有的编程、擦除功能包括产

生所需的脉冲蓝复和内部数据校验。

VDNF64G08能擦除和编程百万次以

上 ,并通过ECC或实时制定算法保

证擦除和编程的可檠

性。

嫒雒嫒擗

曲 于 S698没 有

专 用 的 NAND F1ash

的 专 用 接 口 ,所 有

NAND F丨¤sh in ErnL>edded Sys卡e汛
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根据前而的介绍 ,通过图3的硬

件连接方式 冫可以实现对芯片的读

写 ,檫除等控制操作 ,已可以满足各

种场合的应fll,S698~mⅡ处理器是通

过 GPI0冫k操作控制VDNF64G08的
,

所以孺要对底层操作需要比较了解 ,

下面简单介绍一些常用操作的实现。

S698^1uil芯 芦午̂
GPIO0对应的寄存

Ⅻ∶F眼辆e嘁滚
穹
嫂 S∶
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图3硬件连接简图             
信号 ,add[4]刈

^应
到CLE,

add[s]对应到侧Ⅱ,为了方便
NANDFlash与 S698-mil的 通信使用

GPIO实现 ,NAND Flash的 10口 与  
编程 ,这里做以下宏定义 :

#denne NF肋 D「刂巳G(CE)
鼹 涮 的⒄ ∞ 伽 位 moO1怼

F 
α d涮 ⑾ 吨 涮 山 ㈥ 弘 刖 ⑾ 1O

接,用于数椐,地址,命令的亻

NAND Flas11F沟 片选信号使用S698-十
CE))

#denne NF cMDItEG(CE)
n1il的低3位地址线ADD[2:0],通 过

3ˉ 8译 码实现 ,其中 3-8译 码 森使用  (卡
(vdatne uns咆 ned c11ar苄 )(0x20000008

S698-mi1的 IOCS0控制工作 ,防止对  +FEl)
#denne NF DATAI辶 EG(CE)

VDNF64Go8的误操作。VDNF64G08

的读写估号直接与S698琉Ⅱ的读写佶  (妆
(v° lⅢ k uns咆ned kˉ ll盯

卡
)(0x2OfJ00r1f1o

号相迕,如粟线路较长可以考虑串联  +CE))

砷 ㈥ 嘟 匕瓯 淤 锁存

瓦 缸崖

-鼋
茗::扌旨镞

址锁存ALE分别使用S698¨雨l的J             ’F刂

°
以知道读ID

ADD[3],ADD[钊 。状态信 号1u上拉  
芯片只需要写入命令h90,然后存写

10kΩ 「邑阻至刂电源 , 不再 -与 S698-mil相   ^」
出丸上oxo即 l ll^, r阝 细操竹二可以根扌落

连 ,VDNF64G08的 状态信息通过I○   
下时序图进行 :

-l△lil南    lI1t readID(unsigned d1ar口读寄存器实现 ,以节约S698

端口资源。写倮护端口上拉 10kΩ 到  CE丿
ut1s螅 ned IDlellgd1)

电源 ,否则不可擦除及编程。相关连   {
ur1s咆 ncd charID[]丿 i;

接见图2。

署淠J也妍L为0x20000000-0x27σ

ffff,因为VDNF64G08芯片

位宽是8bit的 ,所 以需要把

MCU的 GPIO位 宽 也 定 义

成 8bit,根据 前面的硬件连

接可 以知道地址低 3位对应

至刂VDNF64G08芯 丿午的片选

NF CMDPJ“ 3(CE)=0x90;

NF ADDI辶EG(CE)=0x0;

tIclaq`t· cl(1);

for(i=0;i<Ⅱ )len萨 h;扦十)

(

ID⒏]=NF DAIAREG(CE);

l

i=i-1;

printf("CH1P CE d%
ID:0x%x"`ID[0]);

while(i){

pontfl"~%x"'ID[IDlength~i]);

lˉ
;̄

)

print《
”
\n\r");

l

芯片坏块查询

曲于NAND FlashF向 工 艺不能保

证NAND的 Mem。 ry Arr叩在其生命

月朋 中保持性能 的可靠 ,因此 ,在

NAND的生产中及使用过程中会产生

坏块 。为了检测数据的可辂性 ,在应

用NAND Fla曲的系统巾一股都会采用

一定的坏区管理策略 ,而管理坏区的

前提是能比较可靠的进行坏区检测。

检测流程如图4所示。

芯片擦除操作

NAND Flashf陶 扌察除操作足以块

丿g基石l⒒进彳干臼勺。只伺 EE扌察阝余的 J央 爿哺匕

编程 , 因为NAND F1ash;冻 片咱勺△1艺

特性决定 了,芯片的CELL只 能由1写

成o,而不能 由0写成 1。 芯片 F向檫除

操作衔2个命令周期和3个地址周朋构

成 ,其 中列地址不需要输人 ,并 日.行

地址 的页地址 也不会彩响块檫除效

果 ,即块擦除地址只衔块地址有效 ,

操作时序及流程图如图s所示。

芯片页读操作

页读操仵通过将 00h扌扛;令 写入捐

令寄存器 ,接苻写入5个地址 (2个列

土也妇卜,3'个彳i土出埘:) ,f菠后 :弓产、3011扌 旨

令来启动 。一 l’。页读指令被器件锁

存 ,下面的页读操作就不需要再燕复

写入指令了。

写入指令不「丨地址后 ,处呷器汀刂
′
1认

通过对信号线R/的分析来判丨断该操

作是否完成。如果估号为低电平 ,表

示器件正
“
忙

”
;为高电平 ,说⒈垆J器
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图4检测流程

它们苘先被写入器件内的页寄存器,接

若器件进入—个内部写入过程,将数据

从页寄存器写入存储宏单元。

钍怎~/ˉ\.`~⋯ ~_∵ J磁犭 —_~_ _

θ絮椋;嘏景;〖r、 {:氵淋昱:⒈1歃
’找备t甘 o饣识

图5 块擦除时序

该检测写状态位 (I/o1)的 电平。

内部写校验只对 1没有成功地写

为0的忄南况进行检测。指令寄存器始

图7页 编程时序

需要写入  终烬持着读状态寄存器模式 ,苴到其

这条指令  它有效的指令写入指令寄存器为吐。

操作跗序及流程陲l如图7所示。

鳢冁邋

VDNF64G08是一个快速、呙存

储密度的随机访问存储器。整个模块

采用堆叠技术 ,它们之闸的互相连接

线非常短 ,寄生电容小。在研发初期

理论论证和生产之后 F陶 实验数据表

明 ,这种芯片非常适用于高速、高性

能、高容星的嵌入式系统中,并得到

用户的好评。鹘
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图6 页读时序

件内部操作完成冫

入了数据寄存器。外部控制器可以在  “
页写入确认

”
指令 IOh,

下 ,从I/O口 依次读出数据。

将初始化器件的内部写入躁作。如果

单独写入1oh而没有前而的步骤 ,则
连续页读操作中,输出的数据是  10h不起仵用。ェOh写入之后 ,内部写

从指定的列地址拜始 ,苴到该页的垠  控制器将自动执行内部写入和校验中

后一个列地址的数椐为止。操作时序  必要的算法和 H寸序 ,这是系统控制器

芯片页编程操作          内部写入操作开始后冫器件自

vDNF64GQ8芯 片的写入操作也 动进入
“
读状令寄存器

”
模式,在这

以页为羊位。写八衤前必须先擦除冫  ^模式下,当Ⅱ /CE为 低电平时,系
否则写入将出错。 统就可以读取状态寄存器。系统可以

页写入周期总共包括3个步骤 :  通过检测R/B的输出,或读状态寄存

写入串行数据输入指令 (8oh),然 器的状态位 (I/o7)来 判断内部写入

后写

^s个

字节的地址信息,垠后串 是否结束。在器件进行内部写入操作

串行写入的数据最多为钔96宇节,  令会被响应。当页写入操作完成 ,应
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